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L’incorporation de bismuth dans la matrice de GaAs induit une forte perturbation de
la structure de bande™? : une augmentation significative de I'énergie de séparation spin-orbite
accompagnée d’une diminution de 1’énergie de bande interdite. Ces propriétés singulieres
rendent les matériaux GaAsBi particulierement prometteurs pour des applications potentielles
dans des dispositifs optoélectroniques®* et spintroniques®.

Dans cet article, nous présentons une étude expérimentale des propriétés de spin des
hétérostructures a puits quantiques GaA;.xBiy/GaAs. Des expériences de spectroscopie de
photoluminescence résolue en temps et en polarisation, en fonction de la température de 6K
jusqu’a 300K, ont été effectuees, sur trois échantillons de concentrations de bismuth variant
de 2.42 a 6.98%. Les échantillons étudiés ont été élaborés par épitaxie par jets moléculaires
(EJM) sur substrats de GaAs non intentionnellement dopés et d’orientation cristalline (001).

L'analyse de la dynamique de relaxation spin des électrons dans ces puits quantiques
montre que le temps de relaxation de spin électronique pour les puits quantiques GaA;.
«Bix/GaAs, décroit lorsque la fraction de bismuth et la température augmentent. Le
comportement en température est cohérent avec un mécanisme de type Dyakonov-Perel ®”.
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